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(S) Verfahren zur Dichtigkeitsprufung von kapazitiven Sensoren 

® Bekannte Dichtigkeitsprufverfahren konnen aufgrund 
des extrem geringen Vol u mens der Sensorkavitat oder 
auf Waferebene nicht angewendet warden. Andere be- 
kannte Dichtheits-Prufverfahren sind belspfelswefse we- 
gen der Verwendung von Radlofsotopen nur unter hohem 
Sicherheitsaufwand moglfch. 

Verfahren zur Dichtigkeitsprufung von In efnem herme- 
tisch dichten Gehause angeordneten kapazitiven Senso- 
ren, wobei die prozessferten Sensoren in Form eines Wa- 
fers angeordnet sind, das dadurch gekennzefchnet (st, 
dass der bereits gesagte Wafer mit den Sensoren unter 
definferten Bedingungen in eine Prufflussigkeft einge- 
taucht, anschlieliend die Kapazitat jedes Sensors gemes- 
sen und mit der Kapazitat von Referenzsensoren verglf- 
chen wird. 

Die Erfindung eignet sich insbesondere zur Dichtigkeits- 
prufung kapazitfver, hermetisch dichter Sensoren. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Dichtig- 
keitsprllfung von in einem hermetisch dichten Gehause an- 
geordneten kapazitiven Sensoren nach dem Oberbegriff des 5 
Patentanspruchs 1. 

[0002] In Oberflachen-Mikroniechanik hergestellte Be- 
schleunigungssensoren arbeiten haufig nach dera kapaziti- 
ven Messprinzip. Ein derartiger Beschleunigungssensor ist 
in Fig. 4a dargestellt. Das kapazitive Messprinzip besteht 10 
darin, dass eine bewegliche Proberaasse mit seitlich ange- 
brachten Elektrodenkam men (sogenannten moving finger) 
an winzigen Siliziumfedern aufgehangt ist, so dass sie bei 
Beschleunigungen in der sensitiven Richtung ausgelenkt 
wird. Dabei wird die Kapazit&t zwischen den festen und den 15 
bewegiichen Elektroden auf einer Seite der Probemasse er- 
htiht und auf der arideren Seite erniedrigt. Die elektrisch 
voneinander isolierten Sensorfinger bilden somit einen dif- 
ferentiellen Kondensator mit einer Kapazitat ura 600 fF. 
[0003] Fur die prozessierten Wafer ist als Schutz gegen 20 
Feuchte, Partikel und sonstige mechaniscbe Einflusse eine 
Abdeckung in Form eines hermetisch abdichtenden Deckels 
aus Siliziura oder einem ahnlichen Material unbedingt erfor- 
derlich. 

[0004] Bekannte Leek- und DichdgkeitsprufVerfahren 25 
zum Mfen der Hermecit&t nach MEL- oder EN-Norm (zum 
Beispiel nbubble test" oder "Gross Leak" nach MEL-Me- 
thode 1014) kQnnen aufgrund des extrem geringen \fclu- 
mens der Sensorkavitat nicht angewendet werden. Andere 
bekannte Dichtheits-Prurverfahren sind entweder auf Wa- 30 
ferebene nicht anwendbar oder wegen ihres hohen Risikos 
beispielsweise wegen der Verwendung von Radioisotopen 
wie Krypton 85 nur unter hohem Sicherheitsaufwand mog- 
lich und daher wegen zu hoher Kosten fur die Serienproduk- 
uon nicht einsetzbar. 35 
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
ein Prufverfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
anzugeben, mit dem kapazitive Sensoren kostengunstig, zu- 
verl&ssig und auf umweltfreundliche Art und Weise auf 
Dichtigkeit gepruft werden kbnnen. 40 
[0006] Gel5st wird diese Aufgabe durch ein Verfahren mit 
den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen. 
[0007] Das Verfahren nach Anspruch 1 weist die Vorteile 
auf, dass durch die in die KavitSt eindringende Prtlfflussig- 
keit rait definierten dielektrischen Eigenschaften kleinste 45 
Undicbtigkeiten bis in den sogenannten "Gross-Leak-Be- 
reich" (10~ 3 bis 10" 5 mbar ■ dm* • s~ l ) durch deutlich mess- 
bare Kapazitatsandemngen erkannt werden. Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, dass die Prurmethode als "In-Line- 
Prufverfahren" anwendbar ist, d. h. die Dichtheits-Priifung 50 
ist auf Waferebene als 100%-Priifung in den normalen Wa- 
fertest ohne zusStzlichen PrUfzeitaufwand integrierbar. Wei- 
terhin sind durch die Verwendung der Priffliissigkeiten 
keine negativen Auswirkungen (Sch9digung durch Oxida- 
tion, Korrosion etc.) auf den Priifling zu erwarten. Eine Re- 55 
aktion mit der auf Folie aufgespannten Wafer ist ebenfalls 
nicht zu erwarten. 

[0008] Die Erfindung eignet sich insbesondere zur Leck- 
und DichtigkeitsprQfung fur mikromechanisch aufgebaute 
und hermetisch abgeschlossene kapazitive Sensoren, insbe- 60 
sondere Beschleunigungssensoren. 

[0009] Vbrteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens nach 
Anspruch 1 sind in den Unteranspruchen angegeben. 
[0010] Die Erfindung wird nun an hand eines Ausfiih- 
rungsbeispiels unter Zuhilfenahme der Zeichnung eriautert. 65 
[00U] Es zeigen 

[0012] Fig. 1 den typischen Verlauf der Kapazitat ttber der 
Spannung eines dichten Beschleunigungssensors, 



[0013] Fig. 2 den typischen Verlauf der Kapazitat tiber der 
Spannung eines undichten Beschleunigungssensors mit ho- 
her Leckrate, 

[0014] Fig. 3a den typischen Verlauf der Kapazitat uber 
der Spannung eines undichten Beschleunigungssensors mit 
niedriger Leckrate und 

[0015] Fig. 3b eine AusscliniusvergroBerung des Verlaufs 
nach Fig* 3 a, 

[0016] Fig. 4a der prinzipielle Aufbau eines mikromecha- 
nischen Beschleunigungssensors, 
[0017] Fig. 4b die prinzipielle Wirkungsweise des Be- 
schleunigungssensors nach Fig. 4a und 
[0018] Fig. 4c das Ersatzschaltbild fur den Beschleuni- 
gungssensor nach Fig. 4a. 

[0019] Die Fig. 4a zeigt den prinzipiellen Aufbau eines 
rnikromechanisch hergestellten, kapazitiven Beschleuni- 
gungssensors 1. Auf einem n-leitenden Substrat 2 (Boden- 
wafer) und einer isolierenden Si02-Schicht 3 sind als eine 
erste Kapazitat CI eine erste feste Kanun-Elektrode 4 mit 
Fingern 5 und als eine zweite Kapazitat C2 eine zweite feste 
Kamm-Elektrode 6 mit Fingem 7 angeordnet, Zwischen der 
ersten festen Karrim-Eiektrode 4 und der zweiten festen 
Kamm-Elektrode 6 befindet sich eine in Richtung eines 
Pfeils 8 bewegliche Elektrode 9 mit Fingern 10 als seismi- 
sche Masse. Die bewegliche Elektrode 9 ist mittels zweier 
Arme 11 an zwei festen Halteblocken 12 befestigt. Ein An- 
schlag 13 verhindert, dass die Finger 10 die Finger 5 bzw. 7 
bertihren. SchlieBlich sorgt eine Abdeckung in Form eines 
hermetisch abdichtenden Deckels 21 aus Silizium oder ahn- 
lichen Materialien dafiir, dass der kapazitive Beschleuni- 
gungssensor 1 gegen auBere Einfltlsse geschUtzt ist. 
[0020] Wirkt auf die bewegliche Elektrode 9 als seismi- 
sche Masse eine Beschleunigungskraft ein, so wird sie in ih- 
rer sensitiven Richtung gemaB des Pfeils 8 ausgelenkt, Da- 
bei wird die eine der beiden Kapazitaten CI bzw. C2 zwi- 
schen der bewegiichen Elektrode 9 und der festen Kamm- 
Elektrode 4 bzw. 6 erhoht, wahrend gleichzeitig die andere 
der beiden Kapazitaten CI bzw. C2 erniedrigt wird, 
[0021] Diese prinzipielle Wirkungs weise ist in Fig. 4b 
dargestellt. Die Finger 5 der ersten festen Kamm-Elektrode 
4 bilden die Kapazitat CI, wahrend die Kapazitat C2 von 
den Fingern 7 der zweiten festen Kamm-Elektrode 6 gebil- 
det wird. Die Kapazitat CI wird zwischen einem Anschluss 
Wl (wall 1) der ersten festen Kamm-Elektrode 4 und einem 
Mittelabgriff c (center) der bewegiichen Elektrode 9 gemes- 
sen, die Kapazitat C2 zwischen einem Anschluss W2 (wall 
2) der zweiten festen Kamm-Elektrode 6 und dem Mittelab- 
griff c der bewegiichen Elektrode 9. 
[0022] Bei der durch Beschleunigungskriifte verursachten 
Bewegung der bewegiichen Elektrode 9 in Richtung des 
Pfeils 8 verandern sich die Kapazitaten Cl und C2 auf be- 
reits beschriebene Art und Weise. Die elektrisch von einan- 
der isolierten Finger 5, 7 bzw. 10 bilden einen differentiellen 
Kondensator mit einer Kapazitat von einigen hundert fF bis 
ungefahr 600 fF. 

[0023] Daraus ergibt sich fur den Beschleunigungssensor 
1 das in Fig. 4c dargestellte Ersatzschaltbild, bestehend aus 
den verMnderlichen KapazitMten Cl und C2, wobei sich jede 
Kapazitat Cl und C2 aus we nigs tens zwei parallel geschal- 
teten Kapazit&ten zusammen setzt. Erhdht sich aufgrund 
von Beschleuntgungskraften die Kapazitat Cl ura einen be- 
stimmten Wert, erniedrigt sich die Kapazitat C2 um diesen 
Wert und umgekehrt. 

Ablauf der elektrischen Prtlfmethode 

[0024] Die Deckel 21 der fertig prozessierten Wafer wer- 
den entweder bis zum Bodenwafer 2 als Sensorelemente 
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oder die Sensoren 1 als DIE's komplett auf der Wafersage 
frei gesagt. Anschliefiend wird der gesagte Wafer in einen 
Behalter gebracht und darin einem Vakuum von 
5 • 10" 1 mbar eine halbe Stunde lang ausgesetzt. Nach der 
Flutung mit einer geeigneten Pruffliissigkeit, beispielsweise 5 
rait Rourinert Dielektrika Typ 3M PC40 (DK 1,9), FC72, 
FC75 oder FC77, ist der PrUfling einer weileren halben 
Stunde lang dem Vakuum ausgesetzt. Hierbei muss der Wa- 
fer vollstandig von der Priiffltissigkeit umschlossen sein. 
[0025] Nach dem Ausgleichen des Vakuums auf Normal- 10 
druck verbleibt der Wafer im gleichen Behalter und ist in das 
gleiche Prtlrmedium eingetaucht. Danach wird ein definier- 
ter tJberdruck im Behalter von 8 bar erzeugt und der Priif- 
ling 1 Stunde lang diesen Bedingungen ausgesetzt. 
[0026] Die Entnahme des Priiflings (Wafer) erfolgt nach t5 
Abpumpen der Prtifflussigkeit und dem Offhen des Behal- 
ters. Zweckmafiig sind zwei Minuten Abtropfzeit bei 
Schraglage des Wafers, bevor der Wafer aus dem Behalter 
entnommen wird. Nach einem leichten Abblasen des Wafers 
rait einem Stickstoffstrahl wird der Wafer zum Irocknen bei 20 
Raumtemperatur in einer Stickstoffbox gelagert Nicht voll- 
standig von der Oberflache des Wafers entferate Priifrlussig- 
keit verdarapft hierbei innerhalb einer Zeit von 15 Minuten 
ruckstandsfrei. Eine elektrische Priifung des Wafers (Wafer- 
test) muss nun innerhalb von 12 Stunden erfolgen. 25 

Wafertest 

[0027] Wie schon erwahnt, wird eine undichte Sensorka- 
vitat durch Zunahme der Sensor-Kapazitat messtechnisch 30 
raittels eines LCR-Meters unter den festgelegten Testkondi- 
tionen erkannt (f = 400 kHz; U = 0,5 V„™ fur C [Kapazitat] 
und CpD [Kapazitat mit Dissipation Faktor, Ersatzschaltung 
mit einem angenommenen Parallel widerstand zum Konden- 
sator]). 35 
[002S] Je nach verwendeter Pniffliissigkeit mit einer be- 
stimmten Dielektrizitatskonstanten (DK) ist bei groBeren 
Leckraten (ca. 10" 2 mbar • dm 3 • s~ l ) durch Eindringen der 
PriifflUssigkeit mit einer fast vollstandigen Benetzung der 
Sensorfingersfruktur zu rechnen. Die Kapazitat der Sensor- 40 
finger 5, 7, 10 in Ruhelage erhdht sich hierbei um den Faktor 
DK, Die Kapazitatszunahme unterscheidet sich hierbei 
deutlich von dichten Referenzsensoren und ist als eindeuti- 
ges Prtlfkriterium innerhalb des Wafertests anwendbar. 
[0029] In Fig, 1 ist der typische Verlauf der Kapazit&t iiber 45 
der Spannung eines dichten Beschleunigungssensors 1 dar- 
gesteUt, seine sogenannte CV-Charakteristik (C steht fur die 
Kapazit&t, V steht fllr die Spannung). Dabei zeigt eine erste 
Kurve 14 die zwischen dem Messpunkt Wl und dem Mattel- 
abgriff c gemessene Kapazitat des ersten veranderbaren 50 
Kondensators CI und eine zweite Kurve 15 die zwischen 
dem Messpunkt W2 und dem Mittelab griff c gemessene Ka- 
pazitat des zweiten veranderbaren Kondensators C2, Beide 
Messungen zeigen filr beide verariderbare Kondensatoren 
CI und C2 einen zur Spannungsachse symmetrischen \fer- 55 
lauf der Sensorcharakteristik. 

[0030] In Fig. 2 sind drei KurvenverlSufe der Kapazitat 
(iber der Spannung eines undichten Beschleunigungssensors 
1 mit hoher Leckrate (ca. 10" 2 mbar • dm 3 ■ s -3 ) dargestellt. 
Eine erste Kurve 16 zeigt den Verlauf der veranderbaren Ka- 60 
pazitSt CI oder C2, bevor der Beschleunigungssensor 1 der 
beschriebenen Dichtigkeitspriifung unterzogen worden ist. 
Die Kurve 16 zeigt einen zur Spannungsachse symmetri- 
schen Verlauf der Sensorcharakteristik. 
[0031] Eine zweite Kurve 17 zeigt den Verlauf der ver&n- 65 
derbaren Kapazitat CI oder C2, unmittelbar nachdem der 
Beschleunigungssensor 1 der beschriebenen Dichtigkeits- 
priifung unterzogen worden ist. Die Kurve 17 zeigt einen 
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zur Spannungsachse deutlich unsymmetrischen Verlauf der 
Sensorcharakteristik, wobei ein sehr steiler Anstieg der Ka- 
pazitat einerseits bei +3,3 V und andererseits bei -2,8 V er- 
folgt. Durch Eindringen der Prufflussigkeit hat sich die Ka- 
pazitat der veranderbaren Kondensatoren CI oder C2 unge- 
fahr verdoppelt. 

[0032] Eine dritte Kurve 18 zeigt den Verlauf der veran- 
derbaren Kapazitat CI oder C2, 48 Stunden nachdem der 
Beschleunigungssensor 1 der beschriebenen Dichtigkeits- 
priirung unterzogen worden ist. Die Kurve 18 zeigt wie- 
derum einen zur Spannungsachse deutlich unsymmetrischen 
Verlauf der Sensorcharakteristik, wobei ein sehr steiler An- 
stieg der Kapazitat einerseits bei +4,0 V und andererseits bei 
-3,6 V erfolgt. Aus dem Verlauf der Kurve 18 geht hervor, 
dass auch 48 Stunden nach Durchfuhren des beschriebenen 
Dichtigkeitstests ein undichter Beschleunigungssensor 1 
noch sicher yon einem dichten unterschieden werden kann. 
[0033] Fur kleinere Leckraten im Bereich von ca. 
10" 4 mbar • dm 3 - s~ l ist eine erweiterte elektrische Prufrne- 
thode erforderlich, wie sie im folgenden beschrieben wird. 

Ablauf der erweiterten elektrischen Prufmethode 

[0034] Das Wirkprinzip der erweiterten elektrischen Pruf- 
methode ist, dass winzige eingedrungene Partikel der Priif- 
fliissigkeit auf den Sensorfingern 5, 7 und 10 (Fig. 4a, b) 
haften bleiben. Durch Influenz werden diese Flourinert Di- 
elektrika ira elektrischen Feld polarisiert. Eindringende Par- 
tikel der Priiffltissigkeit bewirken eine elektrisch messbare 
Beeinflussung der Sensorcharakteristik. 
[0035] WShrend der Kapazitatsmessung wird eine zusatz- 
liche Gleichspannung (Bias) der Mess-Wechselspannung 
uberlagert. Hierbei wird die bewegliche Sensorstruktur 9 
mit ihren Fingern (moving finger) 10 durch das erzeugte 
elektrische Kraftfeid bis in den Bereich des Anschlags 13 
(over force stopper) bewegt 

[0036] Die hierzu erforderliche Bias-Spannung liegt bei 
den gemessenen Sensoren 1 bei 4,5 Volt und priift das Sen- 
sorverhalten in beiden Polaritatsrichtungen (-h4,5V und 
-4,5 V). Die hohe Bias-Spannung bewirkt durch das er- 
zeugte groBe elektrische Kraftfeid eine starke Anziehung 
der moving finger 10, was zu einem minimalen Plattenab- 
stand flihrt. 

[0037] Eine CV-Charakterisierung an dichten Referenz- 
sensoren zeigt, wie bereits beschrieben und in Fig. 1 darge- 
stellt, einen symmetrischen und typischen hyperbolischen 
Verlauf der Kapazitat bis in den Anschlagsbereich (over 
force stopper). Bei undichten Sensoren 1 ist dieser symrae- 
trische Verlauf der SensorkapazitSt nachhaltig gestort 
[0038] Ursache hierfur sind in die Kavitat eingedrungene, 
partiell an den Sensorfingern 5, 7 und 10 anhaftende undpo- 
larisierte Partikei der PrUfflUssigkeit. Hierbei bewirken 
OberflachenkxaftB eine lokale Verstarkung der Anziehungs- 
bzw, AbstoBungsreaktionen zwischen den Sensorfingern 5, 
7 und 10, Durch die auftretende hohe Feidstarkekonzentra- 
tion kommt es in diesem Bereich zu einer elastischen Ver- 
forraung der Fingerstruktur 5, 7 und 10 und dabei zu einer 
weiteren Verringerung des Abstandes, der im Extremfall zu 
einer Beriihrung der betreffenden Finger 5, 7 und 10 fiihren 
kann. 

[0039] Dieses Sensorverhalten ist an der CV-Charakteri- 
stik in einer spontanen, vorzeitigen und h^ufig unsymmetri- 
schen Kapazitatsaiiderung erkennbar, wie aus den Fig, 3a, b 
hervor geht. Die Fig. 3a zeigt eine erste Kurve 19, die den 
typischen Verlauf der Kapazitfitsanderung nach der be- 
schriebenen erweiterten Prttrmethode eines dichten Sensors 
1 darstellt. Bei einer Spannung von ca. 44,0 V und -4,0 V 
steigt die Kapazitat des Sensors von ca. 7 • 10~ 13 F steil an, 
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bis die Kapazitat jeweils bei ca. 1 • 1(T 12 F im Anschlagsbe- 
reich endet. 

[0040] Fig, 3a zeigt noch eine zweite Kurvc 20, die den 
typischen Verlauf der Kapazitatsanderung nach der be- 
schriebenen erweiterten Prufmethode eines undicbten Sen- 5 
sors 1 rait einer Leckrate im Bereich von ca. 
10" 4 mbar ■ dm 3 • s"" 1 darstellt. Im positiven Spannungsbe- 
reich erfolgt wie bei einem dichten Sensor 1 eine starke An- 
derung der KapazitMt bei ca. 44,0 V von wiederum ca. 
7 ♦ 10~ 13 F bis ca. 1 • 10* 12 F (Anschlagsbereich). Im Gegen- 10 
satz hierzu erfoigt die gleich starke Anderung der Kapazitat 
bereits bei -3,5 V, was zura unsymmetrischen Verlauf der 
Kurve 20 fiihrt, wie aus Fig, 3 a deutlich zu entnehmen ist. 
[0041] In Fig, 3b ist der starke Anstieg der Kapazital im 
negativen Spannungsbereich nochmals vergroBert darge- 15 
stellt. Hieraus wird deutlich, dass der starke Anstieg der Ka- 
pazitat von ca. 7 • 1(T 13 F bis ca. 1 • 10" 12 F im Anschlags- 
bereich bei beiden Kurven 19, 20 annaliemd gleich verlauft, 
jedoch der starke Kapazitatsanstieg des dichten Sensors 1 
gemaB der Kurve 19 bei -4,0 V erfolgt, wahrend der starke 20 
Kapazitatsanstieg des undichten Sensors 1 gemafi der Kurve 
20 bereits bei -3,5 V erfoigt. 

[0042] Mit Hilfe der erweiterten Priiftnethode ist es folg- 
lich raoglich, die Dichtigkeit bzw. Undichtigkeit eines mi- 
kromechanisch hergestellten Sensors 1, der eine Leckrate im 25 
Bereich von ca. 10^* mbar • dm 3 • s~ l aufweist, eindeutig 
festzustellen. Als eindeutiges, elektrisch messbares Priifkri- 
terium ist es im Rahmen der Parameter-Prufung in den Wa- 
fertest integrierbar. 

[0043] Diese erweiterte Priirrnethode ist auBerdem geeig- 30 
net, weitere Schwachstellen des Sensors 1 (sticking, mouse 
bite, trench derivate, foreign material etc.) an hermetisch 
dichten Sensoren messtechnisch aufzudecken. 

PatentansprUche 35 

1. Verfahren zur Dichtigkeitsprufung von in einem 
hermetisch dichten Gehause angeordneten kapazitiven 
Sensoren (1), wobei die prozessierten Sensoren (1) in 
Form eines Wafers angeordnet sind, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, dass der bereits gesagte Wafer mit den Sen- 
soren (1) unter definierten Bedingungen in eine Priif- 
fliissigkeit eingetaucht, anschliefiend die Kapazitat 
(CI , C2) jedes Sensors (1) gemessen und mit der Kapa- 
zitat von Referenzsensoren verglichen wird, 45 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass der gesagte Wafer mit den Sensoren (1) vor 
dem Eintauchen in die PrQfflUssigkeit fUr einen defi- 
nierten Zeitraum in einem Behalter ein erstes Mai ei- 
nem Vakuum ausgesetzt wird. 50 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass nach dem ersten Aussetzen des gesagten Wa- 
fers mit den Sensoren (1) im Vakuum der Behalter rait 
der Priifflttssigkeit geflutet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 55 
net, dass der Wafer im Behalter nach der Flutung des 
Behalters mit der PrUfflUssigkeit ein zweites Mai fur ei- 
nen definierten Zeitraum einem Vakuum ausgesetzt 
wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 60 
net, dass nach dem zweiten Aussetzen des gesagten 
Wafers mit den Sensoren (1) im Vakuum im Behalter 
der normale Luftdruck heigestellt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass nach dem Herstellen des normalen Luftdrucks 65 
im Behalter fur einen definierten Zeitraum ein tJber- 
druck hergestelit wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
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net, dass nach dem herstellen des t)berdrucks der ge- 
sagte Wafer mit den Sensoren (1) aus dem Behalter ent- 
nommen und getrocknet wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass nach der lYocknung des gesagten Wafers mit 
den Sensoren (1) jeder Sensor (1) auf dem Wafer durch 
Messung seiner Kapazitat (CI, C2) im Wafertest ge- 
prtlft wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass der bereits gesagte Wafer mit den Sensoren 
(1) fur 30min im Behalter einem Vakuum von 
5 • 10' 1 mbar ausgesetzt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Behalter mit der PriifTlussigkeit Flourinert 
Dielektrika Typ 3M FC40 geflutet wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Wafer im Behalter nach der Flutung des 
Behalters mit der Priifflttssigkeit ein zweites Mai fiir 
30 min einem Vakuum von 5 • 10~ l mbar ausgesetzt 
wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass im Behalter fur einen definierten Zeitraum 
von 1 Stunde ein Oberdruck von 8 bar hergestelit wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Wafer zur Trocknung bei Zimraertempera- 
tur fur 15 min in einer Stickstoffbox gelagert wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Messung der Kapazitat (CI, C2) 
jedes Sensors (1) mittels eines LCR-Meters erfolgt. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zur Feststellung groBer Leckraten die 
Kapazitat (CI, C2) rait einer Mess-Wechselspannung 
von U = 0,5 V nil& und einer Frequenz von f = 400 kHz 
gemessen wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zur Feststellung kleiner Leckraten der 
Mess-Wechselspannung eine zusatzliche Gleich span- 
nung uberlagert wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Mess-Wechselspannung zura einen 
mit einer positiven zusalzlichen Gleichspannung und 
zum anderen mit einer negativen zusatzlichen Gleich- 
spannung uberlagert wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Mess-Wechselspannung mit einer 
zusatzlichen Gleichspannung von 4,5 V uberlagert 
wird. 
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